Лабораторная работа № 1 Исследование проводниковых материалов
Порядок выполнения работы
Измерение 1. Зависимость сопротивления медного, никелевого и константанового проводников от температуры
Выполните команду Измерение/Встроенные образцы (вверху слева). Нагрев образцов в термостате и снятие данных идет в автоматическом режиме. После нагрева до 60ºС автоматическое измерение остановится и нужно скопировать снятые данные в отчет. Для этого выполните команду Отчет/Открыть отчет, введите Имя файла (например, фамилия выполняющего), Открыть. Откройте снятое измерение, выделив его левой кнопкой мыши и нажав кнопку Просмотр (). Чтобы переносить снятые данные в отчет (файл Microsoft Word), нажимайте кнопку с красной стрелкой ( вверху слева от данных. Перенесите в отчет следующие таблицы и графики:
	t, ºC
	RМ, Ом
	RН, Ом
	RК, Ом

	
	
	
	


График R=f(t) – зависимости сопротивления от температуры
	t, ºC
	ρМ, Ом
	ρН, Ом
	ρК, Ом

	
	
	
	


График ρ=f(t) – зависимости удельного сопротивления от температуры

Измерение 2. Зависимость сопротивления полупроводникового резистора от температуры
Выньте образцы из термостата (сзади установки), охладите до комнатной температуры (слежение за температурой – Опции/Тест аппаратуры, t), вставьте в термостат. Выполните команду Измерение/Внешний образец
Перенесите в отчет график R=f(t)
Обработка результатов измерений
1. Из полученного в измерении 2 графика найдите значения сопротивления полупроводникового резистора RПР при данной температуре и запишите в таблицу ниже. Проведите расчеты и заполните остальные столбцы таблицы. Формулы для расчетов:

Абсолютная температура T=t + 273

Удельное сопротивление 
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где S – площадь поперечного сечения, для полупроводникового терморезистора равна 6 мм2;
l – длина проводника, для полупроводникового терморезистора равна 10 мм.
Электропроводность 
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	t, ºC
	T, К
	RПР, Ом
	ρ, Ом·м
	σ, См
	1/T
	ln σ

	
	
	
	
	
	
	


2. Постройте график температурной зависимости электропроводности 
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3. Вычислите ширину запрещённой зоны полупроводника Eg по формуле 
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Для этого возьмите два значения температур (например, начальное Т1 и конечное Т2), при этом не забывая, что T=t+273, вычислите проводимости при данных температурах σ(Т1) и σ(Т2) по формуле 
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 и подставьте в приведенную формулу.
k – постоянная Больцмана, k=1,38054∙10-23 Дж/град
4. Постройте зонную диаграмму полупроводника с вычисленной Eg
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